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Yavag oritmo tisulu ilo alinmis tokmil GaSe vo InSe monokristallarint miixtolif dozali elektron siialari ilo siialandiraraq
onlarin fotokegiriciliyinin spektral asililiqlart ¢ixarilmisdir. GaSe kristalinda stialanmanin fotohassasliga tesir etdiyi
goriinmiisdiir. InSe kristalinda da fotohassasligin siialanma dozasindan asili oldugu gostorilmisdir.

Acar sozlar: fotohassasliq, siialanma dozasi, rekombinasiya morkazi.

1. GiRiS

Ionlasdiric siialarin elementar yarimkegiricilordo
defektyaratma mexanizminin otrafli dyronilmosino
baxmayaraq yarimkecirici birlosmoalords, o ciimladan
defekt qurulusu A"'BY' tip birlosmolordo yaxsi aras-
dirilmamasidir. Baxilan isdo InSe vo GaSe kristal-
larmin fotoelektrik xassolorina elektron siialanmasinin
tosirina baxilmisdir.

Bork maddoslords radiasiya siialanmasinin tosiri
ilo bag veran proseslorden biri ilkin zarraciklorin ener-
jisisnin maddonin atomlarina, homginin elektron so-
viyyslorino verilmasi noticosindo kristal qurulusun
pozulmasidir.

Zorrociklorin atomlarla toqqusmasi elastiki va
geyri-clastiki ola bilor. Oksor hallarda mohz elastiki
toqqusmalar defektlorin yaranmasinda holledici rol oy-
nayir. Ilkin atoma verilon kinetik enerji atomun siiriis-
ma enerjisindon boylik olduqda, o 6z diiyiiniinii tork
edarok yerindo vakansiya qoyur, 6zii iso diiyiinlor ara-
sindaki mosafods yerlosir. Atomu diiyiinlorarasi ve-
ziyato gotirmoak iigiin lazim olan enerji atoma verilon
impulsun istigamatindon va bark cismin temperaturun-
dan asilidir. Bag veran prosesin donmoaz olmasi ti¢iin
atomun siirligmo mosafasi kifayst qodor bdyiik olma-
lidir, oks halda defektlorin anniqilyasiyasi bas ver-
molidir.

Elektron siialanmasinin enerjisi hesabina radiasi-
ya defektlorinin yaranma mexanizmi ¢ox miixtalifdir.
Bork cisimlords radiasiyanin yaratdigi defektlor Fren-
kel defektlorindon — yani kristal qofasin diiyiinlarin-
doki vakansiyalardan vo diiyiiniin arasindaki atomlar-
dan ibarotdir. Radiasiya defektlorino uygun soviyyalor
kristalin fotokegiriciliyino ciddi tesir edir.

2. EKSPERIMENTIN METODIiKASI

Tadqiq olunan GaSe vo InSe monokristallar1 ya-
vagaritma tsulu ila goyerdilmigdir. Layvari qurulusa
malik olan kristallardan miixtslif 6lgiido niimunalor
alinmigdir vo onlara giimiis pastasindan omik kontakt
vurulmugdur. Tobii halda monolit kristaldan qoparila-
raq ayrilan niimunslor parlaq giizgli sothins malik ol-
dugundan, sathin mexaniki yolla hazirlanmasina ehti-
yac qalmur.

Otaq temperaturunda GaSe kristali p-tip kegiri-
ciliys malik olub xiisusi miiqavimati p=2-10* Om'm,
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gadagan olunmus zonanin eni 1,98 eV, InSe ii¢iin
p=10* Om'm, AE=1,4 eV olmusdur [1].

GaSe niimunalori 6 MeV enerjili vo inteqral seli
103, 10%, 10%, 10 hissocik/sm? olan elektron siia-
lanmasina moruz qalmisdir. Niimunolorin, siialanma-
dan ovval vo siialanmadan sonra, otaq temperaturunda
fotokegiriciliyinin asililigi ¢ixarilmigdir.

3. EKSPERIMENTIN NOTICOLORIi VO
ONLARIN TOHLILI

Isdo fotohassashigin silalanma dozasindan asilili-
gina baxilmigdir. Inteqral hossasliq 10%% hissacik/sm?
olana qodor GaSe-nin hossasligi  doyismomisdir.
10%hissocik/sm? sel ilo siialandirildigdan sonra biitiin
spektral diapazonda (0,36 — 0,65 mkm) fotohassasliq
10 70% artmusdir (sokil 1). Elektron seli
10%hissocik/sm?-na gader artirildiqda hossasliq maksi-
mumu (0,6 mkm) zaif azalmaga baslamigdir.
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Sakil 1. GaSe kristalinda fotohessasligin 6 MeV
enerjili elektron siialarinin dozasindan asililig.

Yiiksok omlu GaSe niimunslori 10° MeV 10%
hissocik/sm? elektron dostasi ilo siialandirdigda hos-
sashq koskin artir (sokil 2). Elektron selini 10 his-
sacik/sm?-o qoadar artirdiqgda hassasliq biitiin tadqiq
olunan oblastda azalir, lakin ilkin qiymatden boyiik
olur. GaSe-ds fotohassasligin kaskin artmasini giialan-
ma zamani maddads rekombinasiya morkezinin yaran-
masi ilo olagolondirmak olar.

Yiiksokomlu InSe niimunasini fliiensi 10*3 hisso-
cik/sm? olan 6 MeV enerjili elektronlarla siialandir-
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diqda todqiq olunan enerji intervalinda hossasliq artir
(sokil 3). Sonra fliiensi 10%° hissacik/sm? qiymotine
godor artirdigda spektral xarakteristikanin maksimu-
munda hassasliq 40 — 50% artir. Elektron dastosinin
flilensini 10® hissocik/sm?-na qodor artirdigda InSe-
nin hossaslig1 azalir, lakin, o ilkin qiymstindon boyiik
olur. Bu zaman qisadalgali oblastda hossasliq xeyli
azalmigdir ki, bu da sathi rekombinasiya siiratinin art-
masi ilo izah olunur. Elektronun boyiik dozalari ilo
stialanma radiasiya defektlorinin konsentrasiyasini ar-
tirir, bu da kristalin hocmino nisbaton sothdo coald
rekombinasiya markazlorinin yaranmasina sabab olur.

1 - siial. avval
2 - 10" hiss/sm?
3 - 10" hiss/sm?
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Sakil 2. Yiiksokomlu GaSe niimunasini 6 MeV enerjili
elektron stialari ilo stialandirdiqda otaq tempe-
raturunda spektral asililig1.

Aparilan dlgmolordon belo notico almur ki, yiik-
sokomlu InSe(Ag, Ge), GaSe(Sn) niimunslarinds siia-
lanmanin kigik dozalarinda fotohassasliq praktiki ola-
raq doyismomisdir. Bu ilkin kristallarda struktur
defektlorin konsentrasiyasinin boyiik olmast ilo izah
olunur, lakin siialanmanin dozasi artdiqda fotohassas-
liq artir. Digor aragdirmalardan, masalon, Holl effek-
tinin vo termik stimulyasiya corayaninin tadqiginden
miloyyon olunmusdur ki, stialandirilmis GaSe krista-
linda dorinliyi 0,065 vo 0,2 eV olan dayaz akseptor

saviyyalori yaranir. TSC oyrisindo iso agag1 temperatur
oblastinda piklor miisahido olunur: GaSe kristalinda
Ev=0,1 +~ 0,3 eV, InSe-do iso 0,06 +~ 0,13 eV, onlarin
konsentrasiyas1 iso Ne>10%° sm™ olmusdur [2].
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Sakil 3. InSe kristalin1 6 MeV enerjili elektron
dostosi stialandirdiqda fotohossasligin do

zasindan asililigi.
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TSC-nina stialanmanin tasirino baxmagqla siialan-
madan sonra fotokeg¢iriciliyin mexanizmini izah etmok
olar.

4. NOTICO

Yavasoritmo isulu ilo géyordilmis GaSe vo InSe
kristallarindan fotokeg¢iriciliyi 6l¢gmok ti¢lin niimunalor
hazirlanmis, onlara giimiis pastasindan omik kontakt
vurulmusdur. Niimunslor otaq temperaturunda 6 MeV
enerjiyo  vo inteqral seli 10%, 10%, 10%,
10%hissocik/sm? olan elektron seli ilo siialandirilaraq
fotokeciriciliyin spektral asililigi ¢ixarilmigdir. Foto-
hassasligin elektron selinin dozasindan asili oldugu
mioyyan edilmisdir. Miioyyon dozalarda fotohossas-
ligin kaskin artmast GaSe monokristalinda rekombina-
siya morkazinin yaranmasi ils izah olunur.

InSe niimunoslorinds stialanmanin kigik dozala-
rinda fotohassasliq praktiki olaraq doyismomisdir. Bu
ilkin kristallarda struktur defektlorin konsentrasiyasi-
nin boyiik olmasi ils izah olunur.
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INFLUENCE OF ELECTRON RADIATION ON THE PHOTOELECTRIC PROPERTIES OF
SINGLE CRYSTALS GaSe and InSe

The spectral dependences of the photoconductivity of GaSe and InSe single crystals obtained by slow cooling and
irradiated with various doses of electron radiation are measured.
The effect of radiation on the photosensitivity of the GaSe crystal was revealed. The influence of the radiation dose on

the photosensitivity of InSe crystals was also revealed.
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BJUSHUE DJIEKTPOHHOI'O U3JIYUEHUS HA ®OTORJIEKTPUUECKUE CBOMCTBA
MOHOKPHUCTAJJIOB GaSe u InSe

CHSITBI CIEKTpalbHbIe 3aBUCHMOCTH ()OTONPOBOAMMOCTH MOHOKpHCTawioB GaSe u InSe, monmydeHHBIX METOIOM
MEIJICHHOT'O OXJIK/ICHUS, OOJIYUCHHBIX Pa3IMYHBIMHU 103aMH 3JICKTPOHHOTO U3IIYYCHHUS.

BbUTO BBISIBJICHO BIMSIHHE M3TydeHHS Ha (DOTOUYBCTBHUTEIBHOCTH KpHcTamia GaSe. Takke ObUIO BBISBICHO BIHMSHUC
JI03bI U3JIyYeHHS Ha (HOTOUYBCTBUTENBHOCT KpHUCTA/IIOB INSe.
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